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DESCRIPCION
Esquema de doble alimentacién en el circuito de memoria
CAMPO TECNICO

[0001] Los modos de realizacién divulgados se refieren en general a circuitos de memoria. Mas especificamente,
la divulgacién se refiere a memorias que tienen una configuracién de fuente de doble alimentacion.

ANTECEDENTES

[0002] A medida que los circuitos de memoria integrada se reducen para aumentar la capacidad, es deseable
reducir el voltaje de la fuente de alimentacién. Sin embargo, las células de memoria (p. €j., las células de memoria
de acceso aleatorio estatico o SRAM) y los amplificadores de deteccién (SA) son muy sensibles a las reducciones
en el voltaje aplicado. A medida que se reduce el voltaje, hay un aumento en los errores de escritura y lectura de
la memoria debido, por ejemplo, a la ambigliedad en el valor de una carga almacenada por la célula de la memoria,
por ejemplo, errores blandos. Para reducir el consumo de energia y permitir una mayor reduccion en el tamaro del
circuito, un enfoque es reducir el nivel de voltaje suministrado a otros circuitos que no sean la matriz de células de
memoria (por ejemplo, descodificadores, circuitos de reloj) mientras se mantiene el voltaje suministrado a las
células de memoria en un nivel deseable . A pesar de que las células de memoria contindan funcionando a niveles
mas altos de voltaje y potencia, el efecto neto es reducir sustancialmente el consumo de energia porque los
circuitos de soporte estan funcionando continuamente mientras que solo una pequefia cantidad de células de
memoria (por ejemplo, solo aquellas a las que realmente se accede) estan totalmente alimentadas en un momento
determinado.

[0003] La implementacién de un diferencial de voltaje suficientemente alto dentro de una matriz de células de
memoria mientras se usa un voltaje reducido para otras estructuras de memoria y dispositivos de interconexion
puede lograrse mediante el uso de cambiadores de nivel para interconectar los componentes. Por ejemplo, se
puede usar un diferencial de voltaje "alto" con un nivel légico bajo de 0 V y un nivel logico alto de 1,3 V dentro de
una matriz de células de memoria, mientras que se puede usar un nivel l6gico alto de solo 0,7 V fuera de la matriz
para otras estructuras de memoria (por ejemplo, circuitos de soporte para/asociados con la matriz de células de
memoria, como descodificadores de direcciones y circuitos de sincronizacién) y dispositivos de interfaz (por
ejemplo, buses de datos y direcciones). Se puede lograr una transicion de los niveles légicos de bajo voltaje a uno
mas alto utilizando los cambiadores de nivel. Los cambiadores de nivel convierten los niveles I6gicos de bajo voltaje
en los voltajes mas altos requeridos por las células de memoria de una matriz de células de memoria. Mientras se
reducen los requisitos de energia, la incorporacién de estos cambiadores de nivel consume energia adicional para
alimentar los cambiadores de nivel y requiere un area o espacio adicional en un chip (por ejemplo, sustrato de
chips "bienes raices"). Los cambiadores de nivel también pueden introducir un retardo en el tiempo de propagacioén
de la sefal, la desviacion del reloj, el control y las sefales de datos. Por lo tanto, el nimero y la configuracion de
los cambiadores de nivel pueden afectar al tamafo de la memoria, el tiempo y los requisitos de alimentacion.

[0004] La patente US 7,345,946 se refiere a un circuito de dispositivo de memoria que tiene varias lineas de
palabras, teniendo cada linea de palabras una pluralidad de células de memoria volatiles acopladas al mismo. El
circuito del dispositivo de memoria también puede incluir una pluralidad de circuitos de cambio de nivel, un circuito
de cambio de nivel acoplado a una linea de palabras correspondiente. Cada circuito de cambio de nivel puede
traducir una sefal de entrada en un nodo de descodificacién que hace la transicién entre un primer nivel de alto
voltaje y un primer nivel de bajo voltaje en una sefial de salida que hace la transicion entre un segundo nivel de
alto voltaje y un segundo nivel de bajo voltaje. El segundo alto voltaje puede ser un voltaje "aumentado" que es
mas alto que el primer alto voltaje. El segundo bajo voltaje puede ser un voltaje "aumentado” que es mas bajo que
el primer bajo voltaje.

SUMARIO
[0005] Aspectos de la presente invencidn se exponen en las reivindicaciones adjuntas.

[0006] A continuacion se describiran caracteristicas y ventajas adicionales que constituyen el objeto de las
reivindicaciones de la invencion. Los expertos en la técnica deben apreciar que la concepcion y los modos de
realizacién especificos divulgados se pueden utilizar facilmente como base para modificar o disefar otras
estructuras para llevar a cabo los mismos propésitos de la presente invencion. Los expertos en la técnica también
deberian darse cuenta de que dichas estructuras equivalentes no se apartan del espiritu y el alcance de la
invencion, seguin se expone en las reivindicaciones adjuntas. Las caracteristicas novedosas, que se cree que son
caracteristicas de la divulgacion, tanto en lo que respecta a su organizacion como al procedimiento de
funcionamiento, junto con los objetos y ventajas adicionales, se comprenderan mejor a partir de la siguiente
descripcion cuando se considere en relacién con las figuras adjuntas. No obstante, debe comprenderse
expresamente que cada una de las figuras se proporciona solo con fines de ilustracién y descripcién, y no pretende
ser una definicion de los limites de la presente invencién.
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BREVE DESCRIPCION DE LOS DIBUJOS

[0007] Para una comprension mas completa de la presente divulgacion, ahora se hace referencia a la siguiente
descripcion tomada junto con las figuras adjuntas.

La Figura 1 es un diagrama de bloques de un dispositivo de memoria convencional que incluye cambiadores
de nivel asociados con lineas de palabras respectivas de una matriz de células de memoria.

La Figura 2 es un diagrama de bloques de alto nivel de un dispositivo de memoria de doble voltaje con
cambiadores de nivel que alimentan el descodificador y los circuitos de sincronizacién de una matriz de células
de memoria.

La Figura 3 es un diagrama de bloques mas detallado del dispositivo de memoria de doble voltaje que se
muestra en la Figura 2.

La Figura 4 es un diagrama de bloques que muestra un circuito de seguimiento de sincronizacion como parte
de un dispositivo de memoria de doble voltaje como se muestra en la Figura 4.

La Figura 5 es un diagrama esquematico de un par de interruptores de pie conectados en una ruta de retorno
a tierra de partes respectivas de un dispositivo de memoria de doble voltaje.

La Figura 6 es un diagrama de bloques que muestra un sistema de comunicacién inaldmbrica a modo de
ejemplo en el que se puede emplear ventajosamente un modo de realizacion de la invencion.

DESCRIPCION DETALLADA

[0008] La FIGURA 1 es un diagrama de blogues de un dispositivo de memoria que incluye un esquema de doble
alimentacion convencional. Las partes de los circuitos de memoria (por ejemplo, un descodificador de direccion)
se hacen funcionar a niveles de bajo voltaje de relatividad (por ejemplo, 0 - 0,7 V), mientras que una matriz de
células de memoria y amplificadores de deteccion se hacen funcionar a un voltaje mas alto (por ejemplo, 0 - 1,3 V)
Los circuitos operativos que no requieren niveles de alto voltaje (por ejemplo, el descodificador de direcciones) a
un voltaje méas bajo reducen el consumo de energia y el calor generado. Por lo tanto, el nivel légico alto de 1,3 V
mas alto solo se usa para almacenar informacion y hacer funcionar las células de memoria de la matriz de células
de memoria, ya que niveles de voltaje mas altos pueden ser deseables para mejorar la integridad del
almacenamiento y recuperacion de datos.

[0009] Con referencia a la Figura 1, el circuito de E/S 101 recibe y transmite sefales de voltaje relativamente
bajo hacia y desde el dispositivo de memoria, incluidas las sefales de entrada de datos (Din), direccién (Addr) y
reloj (clk) aplicadas al circuito de E/S y transmite sefales de salida de datos de bajo nivel Dout desde la matriz de
memoria a dispositivos externos (u otros circuitos que podrian estar integrados en un chip o dispositivo de memoria)
que reciben datos. Las sefiales de entrada de datos Din se cambian de nivel de 0-0,7 V a un rango de voltaje
nominal superior de 0-1,3 V por los cambiadores de nivel 104a - 104c. La sefial Din cambiada de nivel resultante
se suministra a los controladores de escritura 105a - 105c. Las sefiales Din de 0-1,3 V nominales de los
controladores de escritura 105a - 105¢c se aplican a las lineas de bits 109a - f y se transmite a las células de
memoria SRAM 111. Aunque solo se muestran conectados a las lineas de bits 109b, 109d, 109f, de hecho, los
controladores de escritura 105a - 105¢c se comunican tanto con las lineas de bits 109b, 109d, 109f, como con las
lineas de bits complementarias 109a, 109¢, 109e.

[0010] Las senales de direccion y reloj de bajo nivel Addr y clk se transmiten respectivamente a través del circuito
de E/S 101 al descodificador de direccion 102 y al cambiador de nivel de reloj 103. El descodificador 102 esta
configurado para aceptar la sefial de direccion de bajo voltaje Addr, descodificarla, seleccionar y proporcionar una
sefial de seleccidon de bajo nivel apropiada a los cambiadores de nivel 108a - 108f. Los cambiadores de nivel 108a
- 108f cambian los niveles l6gicos de la sefal de nivel bajo (p. €j., 0-0,7 V) proporcionada por el descodificador 102
a una sefal de salida de voltaje de nivel alto apropiada (p. ej., nominalmente que tenga un nivel l6gico bajo de 0 V
y un nivel légico alto de 1,3 V) correspondiente a una linea de palabras seleccionada 110a - 110f.

[0011] Las células de memoria seleccionadas 111 conectadas o asociadas de otra forma con una linea de
palabras activada 110a - 110f estan habilitadas para escribir o almacenar datos en las células de memoria
seleccionadas desde las lineas de bit 109a - f o, cuando se hacen funcionar en un modo de lectura de
funcionamiento, leer informacion de la célula de memoria en una linea de bit correspondiente 109a - f. Debido a
que el descodificador 102 proporciona una sefial de seleccion de salida de bajo voltaje a la matriz de memoria (por
ejemplo, que tiene un nivel légico alto de solo 0,7 V), es necesario proporcionar un cambiador de nivel para cada
una de las lineas de palabras para obtener un nivel de voltaje mas alto (por ejemplo, una sefal que tiene un nivel
I6gico alto nominal de 1,3 V). En general, el nUmero de cambiadores de nivel requeridos para una sefial de direccion
de fila de n bits da como resultado cambiadores de nivel de 2" asociados con lineas de palabras respectivas. Por
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ejemplo, una SRAM de 16 megabits organizada como palabras de un megabit por 16 bits incluiria 10 lineas de
entrada de direcciones y hasta un millén de lineas de palabras individuales, cada una de las cuales requiere un
cambiador de nivel por separado.

[0012] EI cambiador de nivel 103 recibe una sefal de reloj de nivel bajo clk del circuito de E/S 101 y proporciona
la sefal de reloj de alto voltaje clk cambiada de nivel a los componentes de la memoria segin sea necesario. Se
proporcionan sefales de salida de alto nivel de células de memoria seleccionadas 111 a los amplificadores de
deteccion 107a - 107c¢ que, a su vez, proporcionan salidas a las siguientes memorias intermedias 106a - 106c para
proporcionar una sefial de salida de datos Dout a través del circuito de E/S 101.

[0013] La Figura 2 es un diagrama de bloques de un circuito de memoria que implementa un circuito de doble
alimentacion de sobrecarga reducida que incluye cambiadores de nivel que proporcionan direcciones adecuadas
de alto voltaje (por ejemplo, 0 - 1,3 V) y sefales de reloj a la seccién de E/S de un dispositivo de memoria, lo cual
reduce el nimero y el consumo de energia asociado con los cambiadores de nivel asociados con lineas de palabras
individuales. Como se muestra, los controladores de escritura reciben una sefial de datos de un circuito de E/S
para escribir informacién en las células de memoria seleccionadas sin la necesidad de cambiadores de nivel. Una
serie de amplificadores de sentido SA proporcionan una sefial de salida de datos de bajo nivel Dout desde células
de memoria seleccionadas. En otro modo de realizacion, los amplificadores de deteccion funcionan a alto voltaje
y una memoria intermedia siguiente funciona a bajo voltaje, como se analiza a continuacion.

[0014] Tenga en cuenta que, a los fines de la presente explicacion, se representan las células SRAM de un solo
puerto. Se pueden sustituir otros tipos de células de memoria, por ejemplo, memoria de doble puerto. De manera
similar, mientras se representa una arquitectura de memoria especifica, se pueden implementar otras
disposiciones y configuraciones que adoptan un esquema de doble alimentacion o doble voltaje. Del mismo modo,
mientras que se muestran las sefales de entrada de datos, salida de datos y direccidn de tres bits, la configuracion
tipica incorporaria muchos mas bits de informacién de datos y direccion transportados por diferentes nimeros de
lineas de sefales de control, direccién y datos.

[0015] La Figura 3 es un diagrama de bloques mas detallado que muestra un circuito de memoria de doble voltaje
que implementa un esquema de doble alimentacion de sobrecarga reducida para proporcionar un ahorro dinamico
de energia al tiempo que se reduce el tamafio de la memoria. En particular, el modo de realizacion representado
en la Figura 3 proporciona una funcionalidad de cambio de nivel comun para sefiales aplicadas a un circuito de
E/S 301 para evitar la necesidad de multiples cambiadores de nivel asociados con lineas de palabras individuales.
Al cambiar de nivel las sefales de direccion de nivel bajo antes o como parte del circuito de E/S 301, se requieren
menos componentes para soportar el esquema de doble alimentacion, lo cual reduce los requisitos de espacio, es
decir, el "espacio real del chip" necesario para interactuar con voltajes de un nivel relativamente bajo utilizados por
componentes fuera de la propia matriz de memoria.

[0016] Con referencia a la Figura 3, las sefales de direccién y de reloj Addr y clk se aplican a los cambiadores
de nivel 313a - 313c y 314 respectivamente para convertir los niveles l6gicos de bajo voltaje (por ejemplo, 0-0,7 V)
en senales logicas de alto nivel (por ejemplo, 0-1,3 V) para ser aplicadas al circuito de E/S 301. Las sefales de
alto nivel se suministran al descodificador 302 y al circuito de seguimiento de sincronizacion 312. El descodificador
102 descodifica la sefial de direccion Addr para activar selectivamente las lineas de palabras 310a a 310f aplicando
una sefal de seleccién de célula de memoria de alto nivel apropiada a la linea de palabras apropiada. Como antes,
las células de memoria 111 funcionan a los voltajes mas altos (0-1.3 V) para mantener la integridad de los datos.

[0017] Din es una sefal de bajo voltaje suministrada a través del circuito de E/S 301 directamente a los
controladores de escritura 305a -305c sin la necesidad de distintos cambiadores de nivel (comparela con la
configuracién de la Figura 2). Los controladores de escritura 305a - 305¢ proporcionan sefales sincronizadas
apropiadamente a las lineas de bits 109a - f para escribir informacion en las células de memoria 111 de la matriz
de células de memoria. Aunque solo se muestran conectados a las lineas de bits 109b, 109d, 109f, de hecho, los
controladores de escritura 305a - 305¢ se comunican tanto con las lineas de bits 109b, 109d, 109f, como con las
lineas de bits complementarias 109a, 109¢, 109e para descargar las lineas de bits o lineas de bits complementarias
basandose en la sefial que se esta escribiendo.

[0018] Debido a los posibles retardos en el suministro de los datos de los controladores de escritura 305a - 305¢
a las lineas de bits 109a - f, el circuito de sincronizacion 312 sincroniza correctamente la sefnal de reloj clk. La
sincronizacion puede incluir retardar o activar una sefial de reloj para adaptarse a la velocidad de los controladores
de escritura de nivel de bajo voltaje 305a - 305¢ que escriben datos en las células de memoria. Es decir, debido a
que los controladores de escritura 305a - 305¢ son activados por una sefal de bajo voltaje, puede obtenerse un
mayor tiempo de respuesta antes de descargar las lineas de bits apropiadas para escribir el valor deseado. Para
adaptarse a este problema de sincronizacion, el circuito de seguimiento de sincronizacion 312 puede recibir varias
entradas, incluidas las entradas 322 y 324, para habilitar de manera apropiada la escritura, y, si es necesario, leer
las sefales de habilitacion, a las diversas células de memoria 111. Las entradas 322 y 324 se originan en cada
dominio de potencia (una sefial del dominio de alta potencia y una sefial del dominio de baja potencia). Debido a
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que la ruta de la linea de palabras esté a alto voltaje y la ruta Din esta a un bajo voltaje, una sefial de cada dominio
facilita el control de la sincronizacion entre los dos dominios de potencia.

[0019] La informacién se puede recuperar o leer de las células de memoria 111 de una manera similar. Es decir,
una sefal de direccién Addr que designa las direcciones de las células de memoria 111 a las que se va a acceder
se aplica a los cambiadores de nivel 313a - 313c. Tenga en cuenta que, a los efectos del presente ejemplo, aunque
se muestra una sefal de direccion amplia de tres bits junto con los cambiadores de nivel correspondientes 313a -
313c, tipicamente una sefal de direccidon tendria muchos mas bits paralelos de datos de direccién dependiendo
del tamano y la configuracion de la memoria; por ejemplo, se pueden usar 10 bits de direccién para proporcionar
acceso a un millén de palabras (u otra unidad direccionable) de memoria. De manera similar, aunque se muestra
que Din y Dout tienen una anchura de tres bits cada una, tipicamente tales sefales serian sustancialmente mas
anchas, por ejemplo, sefales de 16, 32 o 64 bits de anchura.

[0020] En respuesta a la sefnal de direccidn, el descodificador 102 proporciona sefiales de seleccién apropiadas
en una linea de palabras seleccionada 310a - 310f para acceder (por ejemplo, habilitar) a las células de memoria
correspondientes 111 para el almacenamiento o la recuperacion de datos a la misma o desde la misma. En un
modo de funcionamiento de lectura, los datos de las células de memoria 111 se transmiten mediante las lineas de
bits 109a - f a los amplificadores de deteccion 107a - 107c y, por consiguiente, a las siguientes memorias
intermedias 106a - 106c. Aunque no se representa en los dibujos por razones de claridad, se apreciara que los
amplificadores de sentido 107a - 107c se comunican tanto con las lineas de bits como con las lineas de bits
complementarias.

[0021] Las siguientes memorias intermedias 106a - 106c funcionan a niveles de voltaje mas bajos,
proporcionando una sefial Dout de bajo nivel apropiada (por ejemplo, 0-0,7 V) a un dispositivo externo. En un modo
de realizacion alternativo, tanto los amplificadores de sentido 107a - 107c como las siguientes memorias
intermedias 106a - 106c¢ funcionan a bajo voltaje. Aunque, para fines de ilustracién y explicacion, se puede usar
un unico conjunto de lineas de bits para leer y escribir en las células de memoria 111 de la matriz de células de
memoria, en lugar de eso se pueden usar lineas de bits de escritura y lectura separadas.

[0022] La Figura 4 es un diagrama de bloques de un circuito de memoria de doble voltaje que implementa un
esquema de doble alimentacién de sobrecarga reducida que incluye el circuito de seguimiento de sincronizacién
312. En particular, una sefal de entrada de datos proporcionada por el circuito de E/S 301 (consulte la figura 3) es
una sefal de bajo nivel que activa los controladores de escritura 305a - 305¢c. Como se describié anteriormente,
se puede experimentar un retardo en el suministro de datos apropiados en las respectivas lineas de bits 109a - f,
debido al bajo nivel de activacion de los controladores de escritura 305a - 305¢. Sin embargo, la linea de palabras
WL debe habilitarse después de que los controladores de escritura 305a - 305¢ hayan completado la operacién de
escritura. La sefial de habilitacion de linea de palabras esta en el dominio de alta potencia y, por lo tanto, deberia
retardarse. Para crear el retardo, el circuito de seguimiento de sincronizacion 312, que recibe sefiales de reloj clk
desde E/S ctrl (una parte en el circuito de E/S 301), puede retardar la aplicacién de la sefal de seleccion de linea
de palabras WL apropiada desde el descodificador 102 proporcionandole una senal de reloj retardada clk_d. El
circuito de seguimiento de sincronizacion 312 puede responder a una o ambas senales de nivel bajo 322 y sefales
de nivel alto 324 para proporcionar la sincronizacién apropiada de la sefal de reloj clk_d.

[0023] Ahora se explica el funcionamiento del seguimiento de sincronizacion. Un biestable [flip flop] (401) (o un
circuito de retencion) retiene datos desde fuera de la memoria, y en respuesta a una sefal de reloj recibida desde
el circuito de E/S 301 (mas especificamente una parte del circuito de E/S 301 denominado el E/S ctrl 301a) reenvia
los datos retenidos en el controlador de escritura 305. A continuacion, el controlador de escritura 305 se prepara
para escribir los datos retenidos en una célula de memoria 111. El circuito de seguimiento de sincronizaciéon 312
retarda la ruta del descodificador para que coincida con el retardo de la ruta Din generando una sefal de reloj
retardada clk_d. La ruta de la linea de palabras (WL) es mas rapida porque es de alto voltaje y la ruta Din es mas
lenta porque es de bajo voltaje. El circuito de seguimiento de sincronizaciéon 312 sigue la sincronizacion de la ruta
Din basandose en la entrada 322. Debido a que el descodificador 102 se retarda en relacion con el controlador de
escritura 305, los datos estan listos para escribir antes de que el descodificador 102 habilite |la linea de palabras
WL.

[0024] EI circuito de seguimiento de sincronizacién también puede rastrear la variacion de sincronizacion
causada por la fluctuacion de voltaje. En un modo de realizacién, la sefal de nivel bajo 322 proviene de la ruta Din
(en el dominio de baja potencia) y la sefal de nivel alto 324 proviene de una sefal de reloj de dominio de alta
potencia. En otro modo de realizacién, solo se proporcionan sefales del dominio de alto voltaje al circuito de
seguimiento de sincronizacion 312.

[0025] La Figura 5 es un diagrama de bloques de un par de "interruptores de pie" 501 y 502, cada uno de los
cuales controla las respectivas partes de alto y bajo voltaje 503 y 504, respectivamente, de una memoria para
colocar selectivamente la memoria en un modo operativo 0 un modo en espera o de "inactividad". Cada interruptor
de pie 501, 502 interrumpe selectivamente una conexién a una conexién a tierra virtual 505, 506 para la parte
asociada 503, 504 de memoria. Se proporcionan dos conexiones a tierra virtuales diferentes porque los voltajes
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operativos en los diferentes dominios de energia son diferentes. Como se describié anteriormente, la matriz de
células de memoria y, de acuerdo con un modo de realizacion de la invencion, el descodificador, se hacen funcionar
a un nivel de alto voltaje y, por lo tanto, se controlan mediante el interruptor de pie 501 para colocar selectivamente
esa légica en un modo operativo o de desactivacion en respuesta a una sefial de modo de inactividad. De manera
similar, los circuitos de nivel de bajo voltaje que incluyen, por ejemplo, los controladores de escritura 305a - 305¢
y las siguientes memorias intermedias 106a - 106¢ se hacen funcionar selectivamente en un modo operativo o de
inactividad de respuesta de funcionamiento a un estado del interruptor 502. El modo de inactividad proporciona
una fuga de corriente reducida.

[0026] La FIGURA 6 muestra un sistema de comunicacién inalambrica a modo de ejemplo 600 en el que se
puede emplear ventajosamente un modo de realizacién de la invencién. Con fines ilustrativos, la FIGURA 6 muestra
tres unidades remotas 620, 630 y 650 y dos estaciones base 640. Se reconocera que los tipicos sistemas de
comunicacion inaldmbrica pueden tener muchas mas unidades remotas y estaciones base. Las unidades remotas
620, 630 y 650 incluyen circuitos de memoria de doble alimentacién 625A, 625B y 625C, respectivamente, que son
modos de realizacion de la invencién como se analiz6 anteriormente. La FIGURA 6 muestra las sefales de enlace
directo 680 desde las estaciones base 640 y las unidades remotas 620, 630 y 650, y las sefiales de enlace inverso
690 desde las unidades remotas 620, 630 y 650 a las estaciones base 640.

[0027] En la FIGURA 6, la unidad remota 620 se muestra como un teléfono movil, la unidad remota 630 se
muestra como un ordenador portatil y la unidad remota 650 se muestra como una unidad remota de ubicacion fija
en un sistema de bucle local inalambrico. Por ejemplo, las unidades remotas pueden ser teléfonos celulares,
unidades manuales de sistemas de comunicaciéon personal (PCS), unidades de datos portatiles, tales como
asistentes de datos personales, o unidades de datos de ubicacion fija, tales como equipos de lectura de contadores.
Aunque la FIGURA 6 ilustra unidades remotas de acuerdo con las ensefianzas de la invencion, la invencién no
esta limitada a estas unidades a modo de ejemplo ilustradas. La invencién puede emplearse adecuadamente en
cualquier dispositivo que incluya un circuito de memoria de doble alimentacién.

[0028] Las caracteristicas de los diversos circuitos de memoria de doble voltaje proporcionan ventajas sobre
disposiciones alternativas. Por ejemplo, el uso de un interruptor de pie que incluye elementos de conmutacién
separados para circuitos de alto y bajo voltaje da como resultado una disminucién de la corriente de fuga durante
el modo de funcionamiento de espera o inactividad. El uso de controladores de escritura de bajo voltaje puede
eliminar la necesidad de cambiadores de nivel separados, reduciendo el area de chips y reduciendo ain mas los
requisitos de potencia. Proporcionar cambiadores de nivel en la entrada a los circuitos de E/S reduce el nimero
de cambiadores de nivel que de otro modo podrian requerirse en otras disposiciones, como cuando en lugar de
eso se suministran en la salida de un descodificador de direcciones. Otra ventaja adicional de acuerdo con las
caracteristicas de las configuraciones de memoria descritas se debe a los amplificadores de deteccion que
proporcionan un nivel de bajo voltaje de salida, lo cual reduce el consumo de energia durante las operaciones de
lectura y minimiza las pérdidas de energia que de otro modo podrian obtenerse de la activacion de altos voltajes
en largas lineas de interconexion de metal en un chip (por ejemplo, un bus de salida).

[0029] Aunque se han establecido unos circuitos especificos, los expertos en la técnica apreciaran que no se
requieren todos los circuitos divulgados para practicar la invencion. Ademas, ciertos circuitos bien conocidos no se
han descrito, para mantener el enfoque en la invencion.

[0030] Aunque la presente invencion y sus ventajas se han descrito en detalle, deberia entenderse que pueden
realizarse diversos cambios, sustituciones y alteraciones en el presente documento sin apartarse del alcance de
la invencion, tal como se define en las reivindicaciones adjuntas. Ademas, el alcance de la presente solicitud no
pretende limitarse a los modos de realizacién particulares del proceso, la maquina, la fabricacién, la composicién
de la materia, los medios, los procedimientos y los pasos descritos en la memoria descriptiva. Como alguien
medianamente experto en la técnica apreciara inmediatamente a partir de la divulgacion de la presente invencion,
se pueden utilizar procesos, maquinas, fabricacion, composiciones de materia, medios, procedimientos o pasos,
actualmente existentes o a desarrollar posteriormente, que realizan esencialmente la misma funcién o logran
esencialmente el mismo resultado que los modos de realizacion correspondientes descritos en el presente
documento, de acuerdo con la presente invencion. Por consiguiente, las reivindicaciones adjuntas pretenden incluir
dentro de su alcance tales procesos, maquinas, fabricacion, composiciones de materia, medios, procedimientos o
pasos.
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REIVINDICACIONES
Un dispositivo de memoria de semiconductor de doble voltaje que comprende:

una pluralidad de controladores de escritura (105a-c) que reciben sefiales de entrada de datos de bajo
voltaje y, en respuesta, que escriben valores de datos de nivel de bajo voltaje en un nicleo de memoria;
un cambiador de nivel configurado para cambiar un nivel de una sefal de direccién de un nivel de bajo
voltaje a un nivel de voltaje mas alto (313a-313c); un descodificador configurado para descodificar la
sefal de direccién de nivel cambiado (102) para proporcionar una sefial de linea de palabras de nivel
cambiado de voltaje més alto que activa las células de memoria seleccionadas;

caracterizado por que un cambiador de nivel de sefal de reloj configurado para transformar una sefial
de reloj de nivel de bajo voltaje en una sefal de reloj de nivel de voltaje mas alto; un circuito de
seguimiento de sincronizacion (312) operativo para retardar una sefial de linea de palabras de alto
voltaje de acuerdo con un retardo asociado con la pluralidad de controladores de escritura (105a-c) que
escriben datos en el nlcleo de memoria;

el circuito de seguimiento de sincronizacion (312) que proporciona un retardo apropiado de la sefal de
reloj de nivel superior para compensar el retardo en los controladores de escritura (105a-c) que escriben
los valores de datos en las células de memoria seleccionadas;

la sefal de reloj de nivel de voltaje superior retardada que se aplica al descodificador; y

una pluralidad de células de memoria (111) que responden a la sefial de linea de palabras de alto voltaje
retardada y a los controladores de escritura.

El dispositivo de memoria de semiconductor de doble voltaje de acuerdo con la reivindicacion 1, que
comprende ademas una pluralidad de lineas de bits conectadas a los controladores de escritura para recibir
los valores de los datos.

El dispositivo de memoria de semiconductor de doble voltaje segun la reivindicacién 1, en el que el circuito
de seguimiento de sincronizacion recibe una sefial de alto voltaje, el circuito de seguimiento de
sincronizacion que esté configurado para determinar una duracién del retardo basandose en al menos la
sefal de alto voltaje.

El dispositivo de memoria de semiconductor de doble voltaje segun la reivindicacion 3, en el que el circuito
de seguimiento de sincronizacién recibe ademas una sefal de bajo voltaje, el circuito de seguimiento de
sincronizacion que esté configurado para determinar una duracién del retardo basandose en al menos las
sefnales de bajo voltaje y alto voltaje.

El dispositivo de memoria de semiconductor de doble voltaje de acuerdo con la reivindicacion 1, que
comprende ademas:

una pluralidad de cambiadores de nivel de sefial de direccién configurados para transformar sefiales de
direccion de bajo voltaje en sefales de direccion de alto voltaje; y

un descodificador configurado para recibir las sefiales de direccion de alto voltaje y, en respuesta,
proporcionar sefiales de linea de palabras, en el que la pluralidad de células de memoria recibe las
sefales de linea de palabras, designando asi las células de memoria seleccionadas para tener los datos
almacenados en ellas.

El dispositivo de memoria de semiconductor de doble voltaje de acuerdo con la reivindicacién 1, 2 o0 3, que
comprende ademas:

un interruptor de pie de bajo voltaje (502) que incluye un primer elemento de conmutaciéon que conecta
selectivamente los elementos de bajo voltaje del dispositivo de memoria de semiconductor de doble
voltaje a una primera conexion a tierra virtual (506); y

un interruptor de pie de alto voltaje (501) que incluye un segundo elemento de conmutacién que conecta
selectivamente elementos de alto voltaje del dispositivo de memoria de semiconductor de doble voltaje
a una segunda conexion a tierra virtual (505).

El dispositivo de memoria de semiconductor de acuerdo con la reivindicacion 6, en el que el circuito de
interruptor de pie de alta potencia (501) y el circuito de interruptor de pie de baja potencia (502) responden
a una senal de inactividad comudn para hacer funcionar selectivamente el dispositivo de memoria de
semiconductor en modos de funcionamiento activo y de espera.
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8. El dispositivo de memoria de semiconductor de acuerdo con la reivindicacion 5, que comprende ademas un

circuito de entrada/salida configurado para transmitir la sefal de direccién de alto nivel al descodificador
(102) y transmitir las senales de entrada de datos a los controladores de escritura.

9. Un procedimiento para hacer funcionar una pluralidad de células de memoria (111), que comprende:

activar una sefal de escritura de datos de nivel de bajo voltaje en una pluralidad de lineas de bits (109a-
f) que se conectan a células de memoria basandose en una sefal de entrada de datos de nivel de bajo
voltaje;

cambiar un nivel de una sefial de direccion de un nivel de bajo voltaje a un nivel de voltaje mas alto;

descodificacion de la sefial de direccion de nivel cambiado para proporcionar una sefial de linea de
palabras de nivel cambiado de voltaje mas alto que activa las células de memoria seleccionadas;

caracterizado por que los pasos de

cambiar el nivel de voltaje de una senal de reloj aplicada para proporcionar una sefal de reloj de nivel
de alto voltaje;

ajustar una sincronizacion de la sefal de reloj de nivel de alto voltaje para proporcionar una sefal de
reloj de alto voltaje retardada para la descodificacion, la sincronizacién ajustada que compensa una
disponibilidad retardada de la sefal de escritura de datos retardando la sefal de linea de palabras
cambiada de nivel de voltaje mas alto; y

almacenar datos en las células de memoria seleccionadas (111) a partir de la sefal de escritura en las
lineas de bits en respuesta a la sefial de reloj retardada.

10. El procedimiento de acuerdo con la reivindicacién 9, que comprende ademas:
seleccionar una pluralidad de células de memoria para leer;
detectar datos almacenados en las células de memoria seleccionadas; y
proporcionar una sefial de salida de datos.

11. El procedimiento de acuerdo con la reivindicacion 9 o 10, que comprende ademas:

interrumpir de forma selectiva una conexion a una primera conexion a tierra virtual (506) de
componentes de memoria de nivel de bajo voltaje; y

interrumpir de forma selectiva una conexién a una segunda conexion a tierra virtual (505) de
componentes de memoria de nivel de alto voltaje para hacer funcionar selectivamente un dispositivo de
memoria de semiconductor en modos de funcionamiento activo y en espera.

12. El procedimiento de acuerdo con la reivindicacion 9, 10 u 11, en el que la interrupcion selectiva de las
conexiones a la primera y la segunda conexion a tierra virtual (506, 505) comprende recibir una sefial de
inactividad comun.
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